Prova de Eletrébnica P , Terceiro Periodo — 2011/2

‘r. Professor: Adriano Martins Moutinho Nota:
> PERMITIDO USO DE CALCULADORA E

CEFET-RJ PROVA A LAPIS. SEM CONSULTA!

Nome: Turma:

1) Para o circuito abaixo, calcule o ponto de operacao. Considere Vgg = 0.6V e f=250. (2 pontos)

Desenvolvimento:
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2) Para o circuito abaixo, calcule o valor de Ip e Vps (Vgs = -6.0V) (2 pontos)

Desenvolvimento:
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3) Para o circuito abaixo, calcule o valor de Ip e Vps (Vgs = -3.0V) (2 pontos)

Desenvolvimento:
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4) Para o circuito abaixo, calcule o valor de Ip e Vps (IDss = 5mA e Vp=-5V) (2 pontos)
Dica: Lembre-se que o valor de VGS deve estar entre -5V e 0V
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5) Explique o funcionamento e faga um diagrama do MOSFET de deple¢éo. Qual a diferengca do componente da
questdo 2 para o transistor da questéo 3 se for aplicado uma tenséo positiva no GATE? (2 pontos)
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Diagrama e explicacdes:




